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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成25年3月21日(2013.3.21)

【公開番号】特開2010-108592(P2010-108592A)
【公開日】平成22年5月13日(2010.5.13)
【年通号数】公開・登録公報2010-019
【出願番号】特願2009-228169(P2009-228169)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ   5/73     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  19/00     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  21/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ   5/73    　　　　
   Ｃ０３Ｃ  19/00    　　　Ｚ
   Ｃ０３Ｃ  21/00    １０１　

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月1日(2013.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原子間力顕微鏡を用いて２μｍ×２μｍ角で２５６×２５６ピクセルの解像度で測定し
たガラス基板の主表面における算術平均粗さ（Ｒａ）が０．１２ｎｍ以下であり、波長６
３２ｎｍのヘリウムネオンレーザ光を前記ガラス基板の主表面に照射しながら掃引した際
の入射光と反射光との間の波長のずれを用いて検出された、平面視で０．１μｍ以上０．
６μｍ以下のサイズ、かつ、０．５ｎｍ以上２ｎｍ以下の深さとして検出された欠陥の個
数が２４ｃｍ２当たり１０個未満であり、前記ガラス基板が等方性基板であることを特徴
とする磁気ディスク用ガラス基板。
【請求項２】
　前記ガラス基板の主表面における最大谷深さ（Ｒｖ）に対する算術平均粗さ（Ｒａ）の
比（Ｒａ／Ｒｖ）が０．１５以上であることを特徴とする請求項１記載の磁気ディスク用
ガラス基板。
【請求項３】
　前記ガラス基板は、中央に穴部を有する円盤形状であり、中心から最外周までの距離を
１００％としたときの中心から８０％以上９０％以下の範囲内の主表面における算術平均
粗さ（ＲａＯ）と、１０％以上２０％以下の範囲内の主表面における算術平均粗さ（Ｒａ

Ｉ）との差（ＲａＯ－ＲａＩ）が０．０１ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載の磁気ディスク用ガラス基板。
【請求項４】
　前記ガラス基板は、主表面と端面とを有しており、
　前記主表面と端面とには、圧縮応力層が存在しており、
　前記主表面の圧縮応力層深さが端面の圧縮応力層深さよりも浅いことを特徴とする請求
項１から請求項３のいずれかに記載の磁気ディスク用ガラス基板。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の磁気ディスク用ガラス基板上に、少なくとも
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磁性層が形成されていることを特徴とする磁気ディスク。
【請求項６】
　前記磁気ディスクは、少なくとも隣接する記録トラックが磁気的に分離されたパターン
ド媒体であることを特徴とする請求項５記載の磁気ディスク。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の磁気ディスク用ガラス基板の一態様は、原子間力顕微鏡を用いて２μｍ×２μ
ｍ角で２５６×２５６ピクセルの解像度で測定したガラス基板の主表面における算術平均
粗さ（Ｒａ）が０．１２ｎｍ以下であり、波長６３２ｎｍのヘリウムネオンレーザ光を前
記ガラス基板の主表面に照射しながら掃引した際の入射光と反射光との間の波長のずれを
用いて検出された、平面視で０．１μｍ以上０．６μｍ以下のサイズ、かつ、０．５ｎｍ
以上２ｎｍ以下の深さとして検出された欠陥の個数が２４ｃｍ２当たり１０個未満であり
、前記ガラス基板が等方性基板であることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の磁気ディスクは、前記磁気ディスク用ガラス基板上に、少なくとも磁性層が形
成されていることを特徴とする。この場合において、上記磁気ディスクは、少なくとも隣
接する記録トラックが磁気的に分離されたパターンド媒体であることが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の磁気ディスク用ガラス基板は、原子間力顕微鏡を用いて２μｍ×２μｍ角で２
５６×２５６ピクセルの解像度で測定したガラス基板の主表面における算術平均粗さ（Ｒ
ａ）が０．１２ｎｍ以下であり、波長６３２ｎｍのヘリウムネオンレーザ光を前記ガラス
基板の主表面に照射しながら掃引した際の入射光と反射光との間の波長のずれを用いて検
出された、平面視で０．１μｍ以上０．６μｍ以下のサイズ、かつ、０．５ｎｍ以上２ｎ
ｍ以下の深さとして検出された欠陥の個数が２４ｃｍ２当たり１０個未満であり、前記ガ
ラス基板が等方性基板であるので、算術平均粗さ（Ｒａ）が０．１ｎｍ近傍におけるレベ
ルにおいて表面に存在する欠陥数が非常に少ないものである。このため、磁性粒子のサイ
ズがより一層小さい、例えば、２５０ＧＢ／Ｐ以上の記録密度を有する磁気ディスクを製
造するための基板として好適である。
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